1.Įsisotinantis Brego veidrodis, turintis įsisotinantį sugėriklį sudarytą iš puslaidininkinių tūrinių sluoksnių arba kvantinių duobių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sugėriklio sluoksnis yra sudarytas iš puslaidininkinės medžiagos, turinčios bismuto atomų.

2.Įsisotinantis Brego veidrodis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sugėriklio medžiaga gali būti GaAsBi, GaAsSbBi ar GaInAsBi.

3.Įsisotinantis Brego veidrodis pagal vieną iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bismuto atomų procentas GaAsBi sugėriklio medžiagoje yra tarp 5 ir 15 procentų arba kinta tarp bet kurių verčių - nuo 5 iki 15 procentų ruože.

4.Įsisotinantis Brego veidrodis pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas GaAsBi sugėriklis augintas temperatūroje mažesnėje nei 300°C, siekiant padidinti bismuto atomų dalį sugėriklio sluoksnyje.

5.Įsisotinantis Brego veidrodis pagal vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas GaAsBi sugėriklis papildomai atkaitintas aukštesnėje nei 600°C temperatūroje, siekiant padidinti defektų tankį sugėriklio sluoksnyje.

6.Įsisotinantis Brego veidrodis pagal vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra pritaikytas veikti viename iš IR lazerinės spinduliuotės generavimo, duomenų perdavimo, IR laikinės skyros spektroskopijos, spinduliuotės impulsų charakterizavimo taikymų.
